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OSNOVI ANALOGNE ELEKTRONIKE, JUN 2011.
Polaze se drugi kolokvijum (zadaci 3 i 4 - traje 2 sata), ili
kompletan ispit (svi zadaci - traje 3 sata)

IME | PREZIME BR. INDEKSA
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1. a) [3] Nacrtati precizni jednostrani usmerac sa operacionim pojacavacem i dve diode, napajan iz
dve baterije za napajanje, ¢ija je funkcija prenosa vV, =—-V;, za V5 <0, odnosno v, =0 za
Vs = 0. Smatrati da napon na direktno polarisanoj diodi iznosi V, = 0.6V .
b) [2] Nacrtati ekvivalentne Seme usmeraca iz a) u oba rezima rada.

¢) [2] Nacrtati kolo za kompenzaciju naponskog ofseta usmeraca iz a).
d) [3] Nacrtati kolo za kompenzaciju strujnog ofseta usmeraca iz a).

Resenje:
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3.a) [2] Nacrtati ekvivalentnu unilateralizovanu Semu za male signale pojacavaca sa zajednickim
emiterom na visokim ucestanostima.

b) [2] Nacrtati ekvivalentnu Semu za male signale kaskodnog pojacavaca na visokim
ucestanostima sa unilateralizovanim ulaznim stepenom.
¢) [3] Aproksimativno izracunati gornju grani¢nu ucestanost pojacavaca iz a).

d) [3] Aproksimativno izra€unati gornju grani¢nu ucestanost pojacavaca iz b).
Resenje:
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Voo 2. Parametri MOS tranzistora u kolu sa slike su:
\ B=pC W/L=1mA/N?*, V,=-1V i 10,
M, }D operacioni pojacava¢ ima naponsko pojacanje a =10,

dok su mu sve ostale karakteristike idealne. Pod dejstvom
svetlosti foto-dioda D generiSe struju i,, dok je

R, =IMQ iV, =-V¢=3V.
a) [2] Odrediti otpornost R, tako da u odsustvu svetlosti

Vss napon na foto-diodi bude nula.
b) [4] Odrediti transrezistansu r,, =v, /i, u okolini mirne radne tacke.

¢) [3] Odrediti otpornost koju vidi foto- d10da u okolini mirne radne tacke.
d) [1] Odrediti izlaznu otpornost u okolini mirne radne tacke.
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' = SOpA/V?,
Vv ==Vip=0,7V, 4,=0,04V", 4 =0,05V", (W/L)  =10/1, koeficijenti flicker $uma
Krnvos = 4K epyos =1,6-1072* V2F i C,, =2fF/um?, dok je: Vpp =V =1,65V, C; =5pF i
KT =4-10717.

4. Parametri tranzistora u pojafavacu sa slike su: g,C, =100pA/V 2, u,C.

a) [3] Odrediti struju strujnog izvora Ip tako da

> Vop

proizvod pojaanja u propusnom opsegu i

Msj ’—_ﬁ EM3 M“j W tMﬁ propusnog opsega naponskog pojacanja

1 [ A (5)=V,(5)/V,(s), V,=V,-V1, bude

GB=10MHz.

= [:Ml M, || —Ivo’ b) [3] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog
L T

naponskog generatora termi¢kog Suma na ulazu
pojacavaca eizr (smatratidaje C; =0).

M7:]} - }[:Ms ¢) [2] Odrediti spektralnu gustinu snage ekvivalentnog
naponskog generatora flicker Suma na ulazu

» Vs

pojacavaca eﬁp (smatratidaje C; =0).
d) [1] Odrediti grani¢nu ucestanost f. za koju su uticaji flicker Suma i termi¢kog Suma

podjednaki.
e) [1] Odrediti efektivhu vrednost napona $uma na ulazu pojatavata u opsegu udestanosti
1Hz< f <10kHz.
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